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Problema 1.-(20 puntos)-Para el circuito de la siguiente figura, cuyos diodos tienen las curvas caracteristicas
mostradas, se pide:
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a) (10 pts.) Punto de polarizacion de ambos diodos cuando E=10V.
b) (10 pts.) Punto de polarizacion de ambos diodos cuando E=-10V.
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Problema 2.-(25 puntos)- Los operacionales del circuito de la figura son de caracteristicas ideales, salvo por
tener (segun sus data sheet) una tension de offset maxima Vos = 5mV y una corriente de polarizacion Ig = 1pA.
Ambos se encuentran alimentados simétricamente con +9V.

a) (5 pts.) Aplicando superposicion, V| o—n
obtenga la relacion: R Vi R-C =10ms
Va=f(vi, vz, v3)

vy o .
b) (5 pts.) Obtenga la relacion R R
Vg(t) = f(va(t)) V3 O—NR Vi ‘

¢) (5 pts.) Calcule el valor maximo de la é R Vg
tension de error que, debida al offset, R T
aparece en la salida, v, del primer i
operacional (AO1). =

d) (10 pts.) Supuesta una tension nula en v,, determine la forma de onda vg(t) sabiendo que en el segundo
operacional la tension de offset real (la medida) es Vos = +3mV.
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Problema 3.-(25 puntos)-En el circuito amplificador de
la figura adjunta, las capacidades de acoplo C; y C, son
muy elevadas y la sefial v; es de frecuencias medias.
Datos:

Rp=R. = 1,2kQ, RG=10MQ, C1=C2—)OO

VDD =12V,

Transistor: k = 2mA/V2, V=2V, Vao— ©

Obtenga:

a) (10 pts.) Punto de polarizacion del transistor (Vpsg,  +
Vsa, Ipg) indicando su zona de funcionamiento.

b) (2 pts.) Valor de los pardmetros en pequefia sefial del
transistor.

¢) (3 pts.) Circuito equivalente en pequefia sefial del
amplificador.
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d) (10 pts.) A partir del circuito equivalente obtenido en el apartado anterior, obtenga las expresiones algebraicas

de: Impedancia de entrada (Z;); Ganancia de tension (vo/v;)
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Problema 4.-(15 puntos)-Sobre el circuito comparador de la figura se +V =12 V
conocen los siguientes datos: Vo h
R3=1kQ; Vcc=12V; AO ideal. + b
Diodo (D): Vy = 1V, lomax= 20MA )
= Re
a)

b)

Obtenga la relacion R,/R; si se quiere que ) A A A 1kO

Si el diodo D estda ON (encendido) debe pasar a OFF (apagado) Rz
cuando v, >5V. % Rs

Si el diodo D est4d OFF (apagado) debe pasar a ON (encendido)
cuando v, < 0V

Se trata de un comparador con Realimentacion Positiva (Trigger Schmitt), a través de los resistores R; y R..
Dicha realimentacion provoca una histéresis en su funcion de transferencia, debido a que las tensiones de
conmutacion dependen de los valores de la tension de salida. Ademés sabemos, considerando el OA ideal,
que el valor de su salida (Vsao) €n cada estado (H y L) sera el de sus alimentaciones, esto es:

Vou = VCC =12V, y Vo = GND =0.

De los datos (estado ON y OFF del LED) podemos sacar la funcién de transferencia deseada y de ahi,
planteando las ecuaciones de conmutacion para cada estado (H y L) obtendremos la relacién de resistores
buscada:

N
Ver ore Veso = Urc-:r. =5 b o~




Problema 5.-(15 puntos)-La tabla 1 resume las caracteristicas basicas de los inversores CMOS de tres familias
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I6gicas:
Fami“a VOHmin VOLmax VIHmin VILmax IOHmax IOLmax IIHmax IILmax
A 2,7V 0,4V 2.0V 0.8V -0,4mA | 16mA 40pA | -1,6 pA
B 4,9v 0,1V 3.5V v -4 mA 4mA 1pA -1 pA
C 3,1V 0,2V 2V 0,8V -50mA | 50mA 0,5uA | -0,5pA

a) (10 pts.) Justificar si es viable la conexion A (driver) con B (receiver) y de A (driver) con C (receiver).
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b) (5 pts.) La figura adjunta muestra el tiempo de propagacion en funcion de la capacidad de carga de las puertas
A. Calcular el fan-out de la conexion A-C (driver-receiver), asumiendo un tiempo de propagacion de 12 ns del
inversor A y suponiendo para los inversores tipo C una capacidad en su entrada de 2 pF.
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